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Jumlah material terpercik yang terdeposit tiap satu satuan luas substrat
Jumlah partikel yang terpercik tiap satu satuan luas katoda
Kehilangan berat target

Konstanta kesebandingan

Tekanan gas

Jarak elektroda

Laju deposisi

Waktu sputtering (waktu deposisi)

Rapat arus ion pada katoda

Muatan elektron

Hasil sputtering

Berat atom material terpercik

Bilangan Avogadro

Energi ion penumbuk

Energi yang dipindahkan ke atom target selama proses tumbukan
Massa ion penumbuk, massa atom target

Nomer atom bahan target
Arus ion pada target (katoda)

Koefisien penyesuaian diri {(accomodation)
Suhu partikel penumbuk, subu partikel teremisi, suhu substrat
Waktu partikel teradsorpsi pada permukaan substrat

Frekuensi vibrasi adatom pada permukaan substrat
Tetapan Boltzman

Energi yang diperlukan partikel untuk lepas dan kembali ke vapor
Jarak rerata partikel bermigrasi dengan cara difusi permukaan
Koefisien difusi permukaan

Energi aktivasi yang digunakan untuk difusi permukaan

Sisipan Zn", sisipan Zn**

Kekosongan oksigen yang ditempati 2 elektron, kekosongan oksigen
yang ditempati 1 elektron

Resistivitas listrik

Konduktivitas listrik

Rapat pembawa muatan (elektron), rapat pembawa muatan (lubang)

Mobilitas elektron, mobilitas lubang
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J Rapat arus
E Medan listrik
vV Beda potensial
I Arus listrik
R Resistansi listrik
A Luas penampang penghantar
w, Lebar lapisan tipis
I, Panjang lapisan tipis
s Jarak probe
n Indeks bias medium
k, Koefisien extinction
6,,6,,6, Sudut datang, sudut pantul, sudut bias
n Vektor satuan yang tegak lurus pada bidang batas dari medium 1 ke 2
E‘l, E, ,Ez Vektor medan listrik gelombang datang, gelombang pantul, gelombang
transmisi
B,,B,,B, Vektor medan magnet gelombang datang, gelombang pantul,
gelombang transmisi
I?, ,fc? ,1?2 Vektor perambatan gelombang datang, gelombang pantul, gelombang
transmisi
k,, k]', k, Konstanta perambatan gelombang datang, gelombang pantul,
gelombang transmisi
r Vektor posisi
@ Frekuensi gelombang
c Kecepatan cahaya di ruang hampa
t Waktu perambatan gelombang
Fine Koefisien refleksi Fresnel untuk gelombang terpolarisasi-s
Lias Koefisien transmisi Fresnel untuk gelombang terpolarisasi-s
N2p Koefisien refleksi Fresnel untuk gelombang terpolarisasi-p
fap Koefisien transmisi Fresnel untuk gelombang terpolarisasi-p
R Reflektansi
T Transmitansi
Tz Amplitudo refleksi cahaya dari medium », ke rn,
Ty Amplitudo refleksi cahaya dari medium », ke »,
{5 Amplitudo transmisi cahaya dari medium », ke n,
fa3 Amplitudo transmisi cahaya dari medium #, ke n,
] Beda fase antara cahaya datang dan cahaya terpantul
A Panjang gelombang cahaya datang
{; Ketebalan lapisan

T Transmitansi maksimum
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Transmitansi minimum

Panjang gelombang yang menghasilkan transmitansi maksimum
Panjang gelombang yang transmitansinya maksimum setelah A,
Indeks bias substrat

Indeks bias lapisan tipis

Orde difraksi

Sudut difrakst

Panjang gelombang sinar-X
Jarak antar bidang kristal
Indeks Miller

Parameter kisi untuk sistem kristal hexagonal



